VDE 91888 Marks Approval
Vishay Semiconductors

Optocoupler

VIDIE Priif- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

VISHAY Semiconductor GmbH
Theresienstralle 2
74072 Heilbronn

ist berechtigt, fur ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Optokoppler
Optocoupler

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgefihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Gepruft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Teil 2):2003-01

Aktenzeichen: 422610-4880-0048 / 123353
. File ref.:
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH  Ausweis-Nr. 91888 Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute Certificate No. Page
ZertifizierungSstelle / Certification Weitere Bedi siehe RU und F /
further conditions see overieaf and following pages
a2 Offenbach, 1996-04-15

(letzte Anderung/updated 2009-09-04 )

VD rtifikate sind nur glltig bei Verdffentlichung unter http:/iwww .vde.com/zertifikat

E certificates are valid only when published on:

http://www .vde.com/certificate

Document Number: 83576
Rev. 16-Sep-09

For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com
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1



VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors Optocoupler

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. /- Blatt /
. . Certificate No. page

Zeichengenehmigung 91888 2
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
VISHAY Semiconductor GmbH, TheresienstraBe 2, 74072 Heilbronn
Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
422610-4880-0048 / 123353 / FG34 / SCT 2009-09-04 1996-04-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 91888.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 91888.

Optokoppler
Optocoupler

Typ(en) / Type(s):

1] SFH 6106-..-X001 / -X01(6;7
2] SFH 6116-..-X001 / -X01(6;7
3] SFH 6156-..-X001 / -X01(6;7
4] SFH 6186-..-X001 / -X01(6;7;
5] SFH 610A-..-X001 / 17
6] SFH 611A-..-X001 / -X01(6;7
7] SFH 615A-..-X001 / 7
8] SFH 617A-.-X001 / -X01(6;7;8;
9] SFH 618A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
10] SFH 610A-..E.. -X001 / -X01(6;7;8;9)
11] SFH 615AA-X001 / -X01(6;7;8;9)
12] SFH 615AGB-X001 / -X01(6;7;8;9)
13] SFH 615AGR-X001 / -X01(6;7;8;9)
14] SFH 612A-X001 / -X01(6;7;8;9)

15] SFH 619A-X001 / -X01(6;7;8;9)

16] SFH 655A-X001 / -X01(6;7;8;9)

17] SFH 614A-X001 / -X01(6;7;8;9)

18] SFH 615ABM-X001 / -X01(6;7;8;9)
19] SFH 615ABL-X001 / -X01(6;7;8;9)
20] SFH 615AY-X001 / -X01(6;7;8;9)
21] SFH 615AB-X001 / -X01(6;7;8;9)
22] SFH 615BC-X001 / -X01(6;7;8;9)
23] SFH 6206-..-X001 / -X01(6;7;8:9)
24] SFH 6286-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
25] SFH 620A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
26] SFH 628A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
27] SFH 620AA-X001 / -X01(6;7;8;9)
28] SFH 620AGB-X001 / -X01(6;7;8;9)
29] ILD 1-X001 / -X01(6;7;8;9)

30] ILD 2-X001 / -X01(6:7;8;9)

31] ILD 3-X001 / -X01(6;7;8;9)

32] ILD 5-X001 / -X01(6;7;8;9)

33] ILD 74-X001 / -X01(6;7;8;9)

34] ILD 610-..-X001 / -X01(6;7;8;9)

35] ILD 615-..-X001 / -X01(6;7;8;9)

36] ILD 621-..-X001 / -X01(6;7;8;9)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-83069 Offenbach Telefon + 49 (0) 6¢ 83 C6-0
Telefax + 45 (0) 69 83 06-555

www.vishay.com For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com Document Number: 83576
2 Rev. 16-Sep-09




VDE 91888 Marks Approval

Optocoupler Vishay Semiconductors

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. /- Blatt /

Zeichengenehmigung

Certificate No. page
91888 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
VISHAY Semiconductor GmbH, TheresienstraBe 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref.

letzte Anderung / updated Datum / Date

422610-4880-0048 / 123353 / FG34 / SCT 2008-09-04 1996-04-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit

Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 91888.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 91888.

Typ(en) / Type(s)

37] ILD 621GB-X001 / -X01(6;7;8:9)
38] ILCT 6-X001 / -X01(6;7;8;9)

39] MCT 6-X001 / -X01(6;7;8;9)

40] ILD 616-X001 / -X01(6;7;8;9)
41] ILD 30-X001 / -X01(6;7;8;9)

42] ILD 31-X001 / -X01(6;7;8;9)

43] ILD 32-X001 / -X01(6;7;8;9)

44] ILD 55-X001 / -X01(6;7;8;9)

45] ILD 66-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
46] ILD 250-X001 / -X01(6;7;8;9)
47] ILD 251-X001 / -X01(6;7;8;9)
48] ILD 252-X001 / -X01(6;7;8;9)
49] ILD 255-X001 / -X01(6;7;8;9)
50] ILD 620-X001 / -X01(6;7;8;9)
51] ILD 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)
52] ILD 755-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
53] ILD 766-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
54] ILQ 1-X001 / -X01(6;7;8;9)

55] ILQ 2-X001 / -X01(6;7;8;9)

56] ILQ 3-X001 / -X01(6;7;8;9)

57] ILQ 5-X001 / -X01(6;7;8;9)

58] ILQ 74-X001 / -X01(6;7;8;9)

59] ILQ 615-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
60] ILQ 621-X001 / -X01(6;7;8;9)
61] ILQ 621 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)
62] ILQ 30-X001 / -X01(6;7;8;9)

63] ILQ 31-X001 / -X01(6;7;8;9)

64] ILQ 32-X001 / -X01(6;7;8;9)

65] ILQ 55-X001 / -X01(6;7;8;9)

66] ILQ 66-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
67] ILQ 620-X001 / -X01(6;7;8;9)
68] ILQ 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)
69] SFH1617A-y-X001 / -X01(6;7;8;9)
70] ILD1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9)
71] ILQ1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9)

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Telefon + 48 (C) 69 83 06-0
Telefax + 4¢ (0) 69 83 06-555

Document Number: 83576 For technical questions,

Rev. 16-Sep-09

contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors Optocoupler

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. | Blatt /
5 . Certificate No. page

Zeichengenehmigung 91888 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers /| Name and registered seat of the Certificate holder

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstrale 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date

422610-4880-0048 / 123353 / FG34 / SCT 2009-09-04 1996-04-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 91888.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 91888.

Typ(en) / Type(s)

72] TCED1100
73] TCED1100G
74] TCET1600
75] TCET1600G
76] TCET2200
77] TCET2200G
78] TCET2100
79] TCET2100G
80] TCET2600
81] TCET2600G
82] TCET4100
83] TCET4100G
84] TCET4600
85] TCET4600

Weitere Angaben Anlage Nr.: 1_100A ; 1_200A
Further information Appendix No.: 1_100A ; 1_200A

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG34

Section FG34

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-6306¢ Offenbach Telefon + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax = 49 (0) 68 83 06-355

www.vishay.com For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com Document Number: 83576
4 Rev. 16-Sep-09




VDE 91888 Marks Approval

Optocoupler Vishay Semiconductors
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Apsanpiic, | gﬁ?é?;n fs
Zeichengenehmigung 91888

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstrale 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
422610-4880-0048 / 123353 / FG34 / SCT 2009-09-04 1996-04-15

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 91888.
This supplement is part of the Certificate No. 91888.

Optokoppler
Optocoupler

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference Vishay Semiconductor Malaysia
30009952 Sdn. Bhd.
1710-1 Krubong Ind. Park
Mukim Krubong
75250 MELAKA
MALAYSIA

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG34

Section FG34

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax ~ 49 {0) 69 83 06-555

Document Number: 83576 For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com www.vishay.com
Rev. 16-Sep-09 5
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Ausweis-Nr.:
Certificate No.:

Aktenzeichen:
File reference:

Anlage Nr.:

422610-4880-0048/123353 Appendix No.:

091888 1_100A

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

Kriechstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Creepage distance betw. input + output
Luftstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Clearance distance betw. input + output
Isolationsspannung (Scheitelwert)
Insulation voltage (peak voltage)
Transiente Uberspannung (Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak voltage)

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate

@

B 2 g s € | 2 =

$3 53 22 B3 g E g 5

= TS E-3e] x 6 E E | E =] =
1 SFH 6106-..-X001 / -X01(6,7,8;9) GaAs Diode Phototransistor 7.62 27,0 27,0 890 10 000
2 SFH 6116-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 1016" | 280" | 280" | ggo 10 000
y 3 SFH 6156-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
4 SFH 6186-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
5 SFH 610A-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
6 SFH 611A-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
T SFH 615A-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
8 SFH 617A-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
9 SFH 618A-..-X001 / -X01(6,7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
10 SFH 610A-..E.. -X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000
1 SFH 615AA-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000

Y Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE VDE Testing and Certification Institute ~Department F3

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

cTi75 |

CTI175
CTI175

cTI175 |

CTI175
CTI175
CTI 175
CTI175
CTI175
CTI1175
CTI175

Datum:

1710

NINININ IR NN NN \erschmutzungsgrad

Degree of pollution

Date:

Klimaklasse
Climatic category

55/100/21

55/100/21
55/100/21

| 565/100/21
55/100/21

55/100/21
55/110/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21

55100121 |

Betriebstemperaturbereich °C

55
55
55
55
55

-55 ...

-556

=56 ..
-55 ...
-65 ..
-55...

2009-09-03

Operating temperature range °C

... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
+100
.. +100
+110
+100
+100
+100

Lagertemperaturbereich °C

&l én
[o R3]

-55..

Storage temperature range °C

... +150
... ¥150

. +150

... +150
... +150
... +150
.. +150
4150
. +150
... +150
... +150

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com

Rev. 16-Sep-09



VDE 91888 Marks Approval
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Vishay Semiconductors

Optocoupler

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:

/ . 422610-4880-0048/123353
File reference:

Certificate No.: Appendix No.:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

Kriechstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Creepage distance betw. input + output
uftstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Clearance distance betw. input + output
Isolationsspannung (Scheitelwert)

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate
Insulation voltage (peak voltage)

| g s =
52 2. g5 ‘- _ 233
|28 g8 £s 388 | S8E $

12 | SFH 615AGB-X001 / -X01(6,7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 7,62 | 27,0 27,0 890

13 | SFH 615AGR-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10167 | 280 280" | ggo

14 | SFHG612A-X001/-X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor f 890

15 | SFH 619A-X001/-X01(6:7:8:9) GaAs Diode | Phototransistor , 890

16 | SFH 655A-X001/-X01(6;7;8:9) GaAs Diode | Phototransistor , 890

17 | SFH 614A-X001/ X01(6:7;8:9) GaAs Diode | Phototransisor , _ 890

18 | SFH 615ABM-X001 / -X01(6:7;8;9) GaAs Diode Phototransistor , , 890

19 , SFH 615ABL-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor | 890

20 SFH 615AY-X001/-X01(6;7;8;9) | GaAs Diode Phototransistor , A 890

21 SFH 615AB-X001 / -X01(6;7:8;9) GaAs Diode Phototransistor | 890

22 SFH 615BC-X001/-X01(6;7:8;9) GaAs Diode Phototransistor , 890

" Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE VDE Testing and Certification Institute =~ Department F3

Transiente Uberspannung (Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak voltage)

Uioru (v)

Ausweis-Nr.: 091888 Anlage Nr.: 1_100A

-b| -
o o
8 8
o o

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

CcTI175 |

CTI175
CTI175
CTI175
CTI175
CTI175
CTI175
CTI 175
CT1175

Datum:

2/10

NININININININDINDIND NN Verschmutzungsgrad

Degree of pollution

Date:

Klimaklasse
Climatic category

55/100/21

55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21

Betriebstemperaturbereich °C

&
&

Operating temperature range °C

2009-09-03

... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... #100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100

Lagertemperaturbereich °C

Storage temperature range °C

. +150
. +150
.. +150

.. +150

.. +150
.. +150
.. +150

.. +150

.. +150
... +150
.. +150

www.vishay.com

For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com

Document Number: 83576

Rev. 16-Sep-09
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VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut
Aktenzeichen: Ausweis-Nr.: Anlage Nr.: Seite: Datum:
: -4 b 1888 : il A 3/10 2009-09-03
File reference: 422610-4580-0048/123353 Certificate No.: L Appendix No.: L0 Page: Date:
Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.
Optokoppler
Optocoupler
= . - =
%3 5 & 2
o35 | <= 3 2 o
= 3 0 o o m:u. [«
| & | 2+ | T 8 )
gy |83 ¢g | 5% 2 o
wi |28 |s&€ 8¢ i S
" 18 |55 |3e |G sg 9%
o % ar | Y3 2 22 55 2
2 3 ° 3 o 5 x 59 [ 55
— z 8 s g o8 ] N -~ o s 2 2=
EA [ @i e © o< s QD T o © L3 5 2
(O] x 8 o 7 o & £ o 3 ~ O 55 5® D 5
g 44 12 |88 |%g lge (28 |88 § I8¢ 5@
2aq o B B S 3 2 g m 5 53 > 2E ® 8
w MW @ %3 md 28 2% E 3 mm o2 mm gt
3] :5| =% ) 2 g £E8 |38 |25= 535 §2 ES|2s 25 (5.
Ie) SS 52 G 83 5 _|28_|EB8_|€%; 8 |£6S5S |68|%% 8% £
pel =5 &8 ] '§ 2oF 83F E£8F | 335 E5E | e3 g9 EE 52 g3
o gd| R i S EXS] TGE|SGE|3GE |20 |Er5 [ER | 5q |86 @ O S
O 23 SFH 6206-..-X001 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode | Phototransistor 7,62 [ 270 27,0 890 10 000 CTI75 2 | 55/100/21 | -55...+100 | -55 ... +150
(antiparallel) | 106" | 280" 280" ”
m 24 SFH 6286-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 CTI75 | 2 55/100/21 | -55...+100 @ -55 ... +150
(antiparallel)
W 25 SFH 620A-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 CTI175 | 2 55/100/21  -55...+100 | -55 ... +150
antiparallel |
- (antip. : ) A | |
o 26 SFH 628A-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode | Phototransistor W 890 10 000 CTI175 | 2 55/100/21 | -55..+100 -55..+150
(antiparallel)
Q 27 SFH 620AA-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 CTI175 2 55/100/21 | -55..+100 -55..+150
A m (antiparallel)
(7)) (@] 28 SFH 620AGB-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor | 890 10 000 CTI175 | 2 55/100/21  -55...+100 | -55... +150
k ..m (antiparallel)
| 35
© (T T O ST s :
Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8
M c ly
Q VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
o VDE fcation Insti
0| -= VDE Testing and Certification Institute  Department F3
0 m I
| o
- |
o | -
w s
<
Qo

Rev. 16-Sep-09

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com



Vishay Semiconductors

VDE 91888 Marks Approval

Optocoupler

<
I
?
>

Aktenzeichen:
File reference:

422610-4880-0048/123353

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Ausweis-Nr.: 091888 Anlage Nr.: 1_100A

Certificate No.: Appendix No.:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

=
L2
o
>
i

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate
Type(s)

29 | ILD 1-X001/-X01(6;7;8;9)
30 | ILD 2-X001/-X01(6;7;8;9)

31 | ILD 3-X001/-X01(6:7;8;9)

32 | ILD 5-X001/-X01(6;7;8;9)

33 | ILD 74-X001 / -X01(6;7;8;9)

34 | ILD 610-.-X001 / -X01(6;7;8;9)
35 | ILD 615-.-X001 / -X01(6;7;8;9)
36 ILD 621-.-X001 / -X01(6;7;8;9)
37 ILD 621GB-X001 / -X01(6;7;8:9)
38 ILCT 6-X001 / -X01(6;7;8;9)

39 MCT 6-X001/ -X01(6;7;8:9)

Eingang
Input

GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode

Kriechstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Creepage distance betw. input + output
Luftstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Clearance distance betw. input + output
Isolationsspannung (Scheitelwert)
Insulation voltage (peak voltage)

2

= - m =
g3 % T £ E g
Z3 ¢ o6 E E E >
Phototransistor 7,62 27,0 27,0 890
Phototransistor 1016 " 280" 280" 890
v:Qo:.m:M_mﬂoq\ 890
Phototransistor 890
Phototransistor 890
Phototransistor 890
Phototransistor 890
Phototransistor 890
Phototransistor 890
Phototransistor | 890

| Phototransistor , 890

" Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8

VDE

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE Testing and Certification Institute ~ Department F3

Transiente Uberspannung (Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak voltage)

Uiom (V)

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit

Tracking resistance

(2]
=
=
=]
a

CTI175

CTI175
CTI175
CTI175
CTI1175
CTI1175
CTI1175
CTI175
CTI1175
CTI175

4710

NININININININD NN NN Verschmutzungsgrad

Degree of pollution

Datum:

Date:

limaklasse
limatic category

Kl
C

55/100/21

55/100/21

55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21

Betriebstemperaturbereich °C
Operating temperature range °C

2009-09-03

... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
.. +100
.. +100
... +100
.. +100
... +100

Lagertemperaturbereich °C
Storage temperature range °C

... #150
... +150
.. +150
... +150
... +150
... +150
... +150
... +150
... +150
.. +150
.. +150

www.vishay.com

For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com

Document Number: 83576

Rev. 16-Sep-09
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

Aktenzeichen:
File reference:

Diese Anlage ist B

422610-4880-0048/123353

Optokoppler
Optocoupler

2
.W m
<38
woy
g9
E =
e = _——
S8 8¢
0w 9 o Q
£& BS
40 ILD 616-X001 / -X01(6;7;8;9)
41 ILD 30-X001 / -X01(6;7;8;9)
42 ILD 31-X001 / -X01(6;7;8;9)
43 ILD 32-X001 / -X01(6;7;8;9)
44 ILD 55-X001 / -X01(6;7;8;9)
45 ILD 66-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
46 ILD 250-X001 / -X01(6;7;8;9)
47 ILD 251-X001 / -X01(6;7;8;9)
48 ILD 252-X001 / -X01(6;7;8;9)

" Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8

VDE

Eingang
Input

GaAs Diode

| Gahs Diode

GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
(antiparallel)
GaAs Diode
(antiparallel)
GaAs Diode
(antiparallel)

estandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Ausweis-Nr.:
S . 091888
Certificate No.:
” S
| » Q
235
, g 2
| o
| g <
| 4 g
+ £
® Q
7 ©y
, G
o 3 N
83 5 £
Q —_— —
g s §3F 33T
<O G E 2GE&
Phototransistor 7,62 27,0
[ Um_._.:m”o: 10,16 " 280"
Darlington
Darlington
Darlington
Darlington

Phototransistor

Phototransistor

Phototransistor

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3

VDE Testing and Certification Institute

Anlage Nr.:
Appendix No.:

cke zw. Sende + Empfangsteil

Clearance distance betw. input + output

[mm]
Isolationsspannung (Scheitelwert)

Insulation voltage (peak voltage)

Uiore (V)

0
890
890

VoV Luftstres

& N
[=3=}
@®
©

i 890
890
, 890

890

890

Department F3

Transiente Uberspannung (Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak voltage)

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut

1_100A

| cTi175

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

CTI175

CTI175
CTI175

| cTiazs

cTi7s |

CT1 175

CTI175

CT1175

Datum:
5/1
k9 Date:
154
© o
* o
S &
g8
3. 23
o § 28
gs| & g8
53 ® -
Ha|l og £ 2
325 ®» © 2 o
£ nov S o @ £
cP 8 es
Ep|EL 52
>Q. | 6 o O
2 55/100/21  -55
2 55/100/21  -55
2 55/100/21  -55
2 55/100/21  -55
2 55/100/21 = -55
2 55/100/21 = -55
2 55/100/21 | -55
2 55/100/21 | -55
2 |s55/100/21 | 55

2009-09-03

... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
.. +100

.. +100

.. +100

Lagertemperaturbereich °C
Storage temperature range °C

.. +150
... +150
.. +150
... +150
... +150
... +150
... +150

... +150

... +150

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com
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Vishay Semiconductors

VDE 91888 Marks Approval

Optocoupler

<
I
?
>

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:
File:reference: 422610-4880-0048/123353

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate

 — [«
L3 58

49 ILD 255-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode
(antiparallel)

50 ILD 620-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode
(antiparallel)

51 ILD 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode
(antiparallel)

52 | ILD 755-.-X001 1-X01(6;7;8;9) GaAs Diode
(antiparallel)

53 ILD 766-..-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode
(antiparallel)

54 ILQ 1-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode

55 ILQ 2-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode

" Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8

VDE

is-Nr.: Anl Nr.:
Ausweis-Nr- 494548 BgENE:
Certificate No.: Appendix No.:
|35 _3
158 3 g
c 3 @ 3
R £n ©
et R o ®
6§ 2§ |8
< £ = 3
[ SS e ® S
© 2 + 2 S %
& & 3 8 (R
s |&Eg |23
z »n < EIR-
| N & | = 8 € g
09 A G5
<2 W ° ® M g S
2 g 5f |Fg |25
8 3 8 | G e | BB [ BB 3
g5 BRE|2LE|S2E(g23
<90 ¢ G E Kcmfmc,m 88>
Phototransistor 7,62 27,0 27,0 890
10,16" | 280" 280"
Phototransistor 890
Phototransistor 890
Darlington : mwc
Darlington 890
Phototransistor 890
Phototransistor 890

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE Testing and Certification Institute =~ Department F3

Transiente Uberspannung (Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak voltage)

Uioru (V)

1_100A

-
o
[=3
(=3
o

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000
10 000

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

Q
=
-
~
o

CTI175

CTI175 |

CTI175

CTI175

CTI175
CTI175

N Verschmutzungsgrad

Datum:
5710 Date:

1

5

]

]

£

<

S 5

2 & g

8 g% £

~ o )

o| 89 2

® TE °

5| EE =

@ = 3

qa ¥ @
55/100/21 565
2 55/100/21  -55
2 55/100/21  -55
2 55/100/21  -55
2 55/100/21  -55
2 §5/100/21 -85
2 55/100/21  -55

2009-09-03

Operating temperature range °C

... +100

... +100

... +100

.. +100 |

... +100

... +100
... +100

Lagertemperaturbereich °C

o
o

-55 ..

Storage temperature range °C

.. +150

. #150

... ¥150

... #150

... ¥150

... +150
... 150

www.vishay.com

For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com

Document Number: 83576

Rev. 16-Sep-09
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

Aktenzeichen:
File reference:

422610-4880-0048/123353

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

S 2L I G Positionim VDE-Ausweis

S;mmcnc’am
O A N =

Position in VDE-Certificate

©1LQ 32-X001 / -X01(6

=
3
o
>
=

1LQ 3-X001 / -X01(6;7;8;9)
ILQ 5-X001 / -X01(6;7;8;9)
ILQ 74-X001 / -X01(6;7;8;9)

Type(s)

| ILQ 615-..-X001 / -X01(6;7;8;9)

1LQ 621-X001 / -X01(6;7;8;9)
ILQ 621 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)
1LQ 30-X001 / -X01(6;7;8;9)

1LQ 31-X001 / -X01(6;7;8;9)

ILQ 55-X001 / -X01(6:
ILQ 66-..-X001 / -X01(6

VDE

Eingang
Input

GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode
GaAs Diode

" Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8

Ausweis-Nr.: 091888
Certificate No.:
, Is
, g3
‘| +
£ 35
, e
| o 3
, 25
| 58
W g
N 5
kS ? o
£ E m ?
| 3 5} e 0
|28 2RE|g8F
=le] xGE|  ¥GE
| Phototransistor 7,62 27,0
ﬁ 280"

Phototransistor 10,16 "
‘_‘ugS:mrm‘_mS..

. Phototransistor
Phototransistor
Phototransistor
Darlington
Darlington
Darlington
Darlington

Darlington

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3

VDE Testing and Certification Institute

Anlage Nr.:
Appendix No.:

Clearance distance betw. input + output

Luftstrecke zw. Sende + Empfangsteil
[mm]
Isolationsspannung (Scheitelwert)

Insulation voltage (peak voltage)

Uiornt (V)

0
890
890

v v

RN
(==
%
o

890
890
890
890
890
890
890

Department F3

Transiente Uberspannung (Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak voltage)

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

1_100A

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

CTI175
CTI175

TcTirs |
CTI175

CTI175
CT1175
CTI175
CTI 175
CTI175
CTI175
CTI175

Datum:

7/10

NINININ NN NN NN Verschmutzungsgrad

Degree of pollution

Date:

Klimaklasse
Climatic category

55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21
55/100/21

Betriebstemperaturbereich °C
Operating temperature range °C

2009-09-03

.. +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
... +100
.. +100

Lagertemperaturbereich °C

Storage temperature range °C

... +150
... +150
... +150
4150
... +150
... +150
... +150

.. +150

... +150
... +150
w150

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com
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VDE 91888 Marks Approval

<
I
?
>

Vishay Semiconductors

Optocoupler

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:  45,610.4880-0048/123353

File reference: Certificate No.: Appendix No.:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler
T 5 -3
58 | T2
£ 3 g 3 25
B ¢+ gL T3
E 5 £5 29
w Q Q T 8
o + & _.m & 5 9
L ® o 3 = 22
® 3 - 2 +: 5E S =
2= 53 o2 0 Y
R | [ kel == R
M @ | 0 q 58 o =
O - Q S € o
i WF = < w < =1
w oy N & .8 =
oaq | IR 29 s =
> N x5 N 35 o S
E = = 8 o Lo DS
E & == o 2 £ 59 | g8 e 8 3
2852 5 g3 § |28 _|L28_|2%%
22 g8 23 g3 ERE|EEE|L8E 332
€ &] 2R o £ EEe) CGE| EGCE | 3CE | 285>
67 ILQ 620-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 7,62 27,0 27,0 | 890
(antiparallel) 116" | 280" | 280" |
| 68 1ILQ 620 GB-X001 / -X01(6,7;8,;9) GaAs Diode Phototransistor | 890
(antiparallel) |
69 SFH1617A-y-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor , 890
70 ILD1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor | 890
71 1ILQ1615-y-X001 / -X01(6;7;8,9) GaAs Diode Phototransistor | 890
72 TCED1100 GaAs Diode Phototransistor 7,62 27,0 27,0 890
73 TCED1100G GaAs Diode Phototransistor 10,16 28,0 28,0 890
74 TCET1600 GaAs Diode Phototransistor 7,62 27,0 27,0 890
(antiparallel)

Y Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE VDE Testing and Certification Institute  Department F3

Transiente Uberspannung (Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak voltage)

Ausweis-Nr.: 091888 Anlage Nr.: 1_100A

o
o
(=3
o

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

CTI175

| CTI 175

CTI175
CTI 175
CTI 175
CTI175
CTI175

CT1175

1
810 Date:
©
€ o
| o
| 5 &
w §¢
® o3
28| » 28
22| § o g
m R o m E 2
5% | @9 S >
Eqa|l 8¢ 2 £
5 ] ® g
BRI EE  Eg
23| €5 o O
2 55/100/21 -55 ..
2 55/100/21 -65
2 | 55/110/21 | -55
2 | 55/110/21 -55
2 55/110/21  -55
2 55/100/21  -55
2 55/100/21 -55
2 55/100/21 -66

Datum:

2009-09-03

.+100

... +100

.. +110
.. +110
.. +110
... +100
... 100
... +100

Lagertemperaturbereich °C
Storage temperature range °C

én
o

... ¥150
... +150
... +150
... +150
<. #150
... +150

13

www.vishay.com

For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:

: : Ausweis-Nr.: 091888 Anlage Nr.: 1_100A
File reference:

422610-4880-0048/123353 Certificate No.: Appendix No.:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

Transiente Uberspannung (Scheitelwert)

S Transient overvoltage (peak voltage)

Luftstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Clearance distance betw. input + output

Position im VDE-Ausweis

Position in VDE-Certificate
Kriechstrecke zw. Sende + Empfangsteil
Creepage distance betw. input + output
Isolationsspannung (Scheitelwert)
Insulation voltage (peak voltage)

& o m | ¥
T c S = = et
-3 8% 28 s2F 88F (23% 333
=~ [ITRRS < O (LGB = E
75 | TCET1600G GaAs Diode Phototransistor 10,16 | 280 | 28,0 890 10 000
(antiparallel) | |
76 | TCET2200 GaAs Diode Phototransistor 7,62 270 | 270 890 10 000
77 | TCET2200G GaAs Diode Phototransistor 10,16 | >80 | 28,0 890 10 000
78 | TCET2100 GaAs Diode | Phototransistor 7,62 270 | =270 |00 10 000
79 | TCET2100G GaAs Diode | Phototransistor 10,16 | 280 | 280 890 10 000
80 | TCET2600 GaAs Diode | Phototransistor 7,62 | 270 | 270 | 890 10 000
(antiparallel)
81  TCET2600G GaAs Diode Phototransistor 1016 | 280 | 280 890 10 000
(antiparallel)
82  TCET4100 GaAs Diode Phototransistor 7,62 270 | 270 890 10 000
83  TCET4100G GaAs Diode Phototransistor 10,16 | 28,0 280 890 10 000
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE VDE Testing and Certification Institute ~ Department F3

Uiamu (V)

Seite:
Page:

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

O
=}
-
N
o

cTI175
CTI175
CTI175
CcTI175

CTI175
CTI175

CTI175
CTI175

Datum:

9/10

Date:

e
-
L
2
B 8
<] S 2
83 § g
c = (<3 @
=1 m, | m Q
5] 25 £
S e 4R @
Eg | S¢ 2
0| ¥w ®
ez Ef 5
>Q | ¥06 | @
2 | 55/100/21 | -55
2 |s5/10021 | 55
2 55110021 | -55
2 |55100/21 | -55
2 55/100/21 | -55
2 55/100/21 | -55
2 55/100/21 | -55
2 55/100/21 | -55
2 55/100/21 = -55

Operating temperature range °C

2009-09-03

.. +100

.. #100
.. +100
.. +100
... +100
.. +100

... +100

.. +100
.. +100

Lagertemperaturbereich °C

&

9

Storage temperature range °C

. +150

.. +150
... +150
... +150
... +150
... +150

... ¥150

)
... #150

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com
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VDE 91888 Marks Approval
Optocoupler Vishay Semiconductors

& @ Position im VDE-Ausweis 00 g n>
R o T T @ ey
< Position in VDE-Certificate § g ° ‘3 o)
— > S
= @
v 3 2 Tyelen) 88 7 =B
m m S8 49 g6
" moMm Type(s) 33v | ° ¢S
5 5 a5 Z 30
=3 R @ © >
g 8 T °
2
3
o »
g RN
2 2
ol T
FS
@®
-3
8
ESE
€ =3
5 &
(<1 -3
1
: 8
2 &
QT 9 Eingan @ @
g & 3 9 »
g z g & Input e
sgs¢
g5 28 g
@
B~
g <
X
< >
s 18 O
Sm 3 22
m-u 3 D Ausgang e s m
= g g' % Output §' Qo
a ¢ g § s 2z o
shiC 3 5 @ > S
= 2 2 2 2 o -
Qa @ @ F o
N g 8 8 -
Qa3 4 =)
9 3 S
=0 3 5 RastermaR * -
35 > N Grd ® Q.
%(8 [mm] N
2 g W v : - 2
§ = ® 5 Kriechstrecke zw. Sende + Empfangsteil =3
acs © Creepage distance betw. input + output —ry
g0 s =
53 ol | ";D'.
> >
o T 2; Z Luftstrecke zw. Sende + Empfangsteil 'g 3 —
% @ =] © Clearance distance betw. input + output g 8 g
o 9 mm 2’
3a i %]
g @ 3 & Isolationsspannung (Scheitelwert) 9 S
; % = Insulation voltage (peak voltage) | n
@ Uiorss (V) - o
@ | -
= > =
= S Transiente Uberspannung (Scheitelwert) 8 -,
8 8 Transient overvoltage (peak voltage) >
o o
Uioru (V)
(:7‘ g Kriechstromfestigkeit v v
= | Tracking resistance QL
3 A )
L N | Verschmutzungsgrad 5
Degree of pollution s
o foal =
a @ Klimaklasse £
é‘ é Climatic category
5 X S0P
LRI
@ E
c'mn ;‘-ﬂ Betriebstemperaturbereich °C 3
:  Operating temperature range °C
N % N
gl 8 S
v
c‘mn 'g Lagertemperaturbereich °C '8
: Storage temperature range °C 8
]
o o
o o
Document Number: 83576 For technical questions, contact: optocoupleranswers @vishay.com www.vishay.com
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

Aktenzeichen:

File reference:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises.

Optokoppler
Optocoupler

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate

® N OO s WN -

©o

10
1"
12
13

Typ(en)
Type(s)

SFH 6106-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 6116-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 6156-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 6186-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 610A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 611A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 615A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 617A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)

| SFH 618A-..-X001 / -X01(6;7,8,9)

SFH 610A-..E.. -X001 / -X01(6
SFH 615AA-X001 / -X01(6;7;8;9)

SFH 615AGB-X001 / -X01(6;7;8;9)
SFH 615AGR-X001 / -X01(6;7;8;9)

VDE

422610-4880-0048/123353

Sicherheitsgrenzwert- Strom (Eingang)

Safety rating- Current (Input)

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Sicherheitsgrenzwert- Leistung (Ausgang)

Safety rating- Power (Output)
Pso [mW]

SA
8|8

400
400
400
400

400

| a00
| 400

400
400

Ausweis-Nr.:

091888

Certificate No.:

Sicherheitsgrenzwerte- Temperature

Safety rating - Temperature

Ts [°C]

| =¥
NN
(LR

175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

. This appendix is part of the certificate.

Klassifizierung fir SMT

nach 60068-2-58
Classification for SMT

acording 60068-2-58

N
D
(=}
o
Q
&2
=
=]
@

260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s

Klassifizierung: Létbadmethode

Classifizierung: Solder bath method

Anlage Nr.:
Appendix No.:

Gehausematerial AuRen
Case material Outor

HC 10-2F
Dexter

GE-800
Nitto Denko Corporation

1_200A

Seite:

Gehausematerial Innen
Case material inner

NT-8600T
Nitto Denko Corporation

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE Testing and Certification Institute ~ Department F3

Page:

1T

Zusatz zur Typenbezeichnung
Addition for type desigantion

8

Datum:

Dita: 2009-09-03

Koppelmaterial
Coupling material

R6103 ; JCR6161
Dow Corning Corporation

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com
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VDE 91888 Marks Approval

<
I
?
>

Vishay Semiconductors

Optocoupler

Aktenzeichen:
File reference:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises

Optokoppler
Optocoupler

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate

Typ(en)
Type(s)

-
-

SFH 612A-X001 / -X01(6;7;8;9)

16 SFH 655A-X001/-X01(6;7;8;9)
17 SFH 614A-X001/-X01(6;7;8;9)
18 SFH 615ABM-X001 / -X01(6;7;8;9)
19 SFH 615ABL-X001 / -X01(6;7;8;9)
20  SFH 615AY-X001 / -X01(6;7;8;9)
21 SFH 615AB-X001 / -X01(6;7;8;9)
22 SFH 615BC-X001 / -X01(6;7;8;9)
23 SFH 6206-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
24 SFH 6286-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
25  SFH 620A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)
26 SFH 628A-..-X001 / -X01(6;7;8;9)

VDE

422610-4880-0048/123353

Sicherheitsgrenzwert- Strom (Eingang)

Safety rating- Current (Input)

s [MA]

275

275

275
275
275
275
275

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Sicherheitsgrenzwert- Leistung (Ausgang)

Safety rating- Power (Output)

IR

400
400
400
400
400
400
400

Ausweis-Nr.: Anlage Nr.: Seite: Datum:
Certificate No.: 21083 Appendix No.: 1_200A Page: i Date: EWREDD

. This appendix is part of the certificate.
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175 260°C/10s | - HC 10-2F NT-8600T "2 | R6103;JCR6161
175 260°C/10s Dexter Nitto Denko Corporation | Dow Corning Corporation
=THane GE-800
175 260°C/10s Nitto Denko Corporation
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
175 260°C/10s
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

Aktenzeichen:

7 . 422610-4880-0048/123353
File reference:

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Ausweis-Nr.:

091888

Certificate No.:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

Sicherheitsgrenzwert- Strom (Eingang)

Safety rating- Current (Input)

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate
Is; [mA]

S
27 SFH 620AA-X001/ -X01(6;7;8;9) 275
28 | SFH 620AGB-X001 / -X01(6:7;8;9) | 275
29 | ILD 1-X001 /-X01(6;7;8;9) 275
30 | ILD 2-X001/-X01(6; 275
31| ILD 3-X001 /-X01(6; 275
32 ILD 5-X001/-X01(6; 275
33 275
34 275
35  ILD 615-.-X001 / -X01(6; 275
36 ILD 621-.-X001 / -X01(6: 275
37 ILD 621GB-X001/ -X01(6;7;8;9) 275
38 ILCT 6-X001/-X01(6:7;8;9) 275
39 MCT 6-X001/ -X01(6;7;8;9) 275

VDE

Sicherheitsgrenzwert- Leistung (Ausgang)

Safety rating- Power (Output)

Pso [mW]

Sicherheitsgrenzwerte- Temperature

Safety rating - Temperature
Ts [°C]

-

75
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

Klassifizierung fir SMT
nach 60068-2-58
Classification for SMT
acording 60068-2-58

260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s

Klassifizierung: Lotbadmethode

Ciassifizierung: Solder bath method

Anlage Nr.: Seite:
Appendix No.: 1.200A Page:
s IS
2 )
25 S5
83 3§
S5 s
@ T QT
£l £ g
8 S ©
g & 2E
28 28
[
&8 388
HC 10-2F NT-8600T |
Dexter Nitto Denko Corporation |
GE-800

Nitto Denko Corporation

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE Testing and Certification Institute ~ Department F3

317

Zusatz zur Typenbezeichnung
Addition for type desigantion

&

Koppelmaterial

Datum:

Date: 2009-09-03

Coupling material

R6103 ; JCR6161
Dow Corning Corporation

Document Number: 83576
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VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Vishay Semiconductors

Aktenzeichen: Ausweis-Nr.. Anlage Nr.: Seite: Datum: 00
File reference: 422610-4880-0048/123353 Certificate No.: po1858 Appendix No.: 1 200A Page: 47 Date: 2009-03-03
Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsat i This appendix is part of the certificate.

Optokoppler

Optocoupler

VDE 91888 Marks Approval
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40 ILD 616-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s | - HC 10-2F NT-8600T "# | R6103;JCR6161
41 ILD 30-X001/-X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s Deter Nitto Denko Corporation 7 | Dow Corning Corporation
e - GE-800
42 ILD 31-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s Nitto Denko Corporation W ,
43 ILD 32-X001/-X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s |
|
44 LD 55-X001/-X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s |
45  ILD 66-.-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s
46 ILD 250-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s
47 ILD 251-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s
48 | ILD 252-X001/-X01(6:7;8;9) 275 400 176 260°C/10s
49 | ILD 255-X001/-X01(6 275 400 175 260°C/10s
50  ILD 620-X001/-X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s
51 ILD 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s
52 ILD 755-..-X001 { -X01(6: 275 400 175 260°C/10s
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE VDE Testing and Certification Institute ~ Department F3
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

Aktenzeichen:  45,610.4880-0048/123353

File reference:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsat

Optokoppler
Optocoupler

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate

Typ(en)
Type(s)

53 ILD 766-..-X001 / -X01(6;7;8;9)

54 ILQ1-X001 / -X01(6;7;8;9)

55 ILQ 2-X001 / -X01(6;7;8;9)

56 ILQ 3-X001 / -X01(6;7;8;9)

57 ILQ 5-X001 / -X01(6;7;8;9)

58 ILQ 74-X001 / -X01(6;7;8;9)

59 ILQ 615-.-X001 / -X01(6;7;8;9)

60  ILQ 621-X001/-X01(6;7;8;9)

61 ILQ 621 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)

62 | ILQ 30-X001 / -X01(6;7;8:9)

63 | ILQ 31-X001/-X01

64 | ILQ 32-X001 / -X01(6;7;8;9)

65  ILQ 55-X001/-X01(6;7;8;9)
VDE

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

Ausweis-Nr.:

091888

Certificate No.:

. This appendix is part of the certificate.

Sicherheitsgrenzwert- Strom (Eingang)

Safety rating- Current (Input)

Isi [mA]

N
<

5

| 275

275
275
275
275
275
275
275
275
275
275

Sicherheitsgrenzwert- Leistung (Ausgang)

Safety rating- Power (Output)
Sicherheitsgrenzwerte- Temperature

Safely rating - Temperature

Ta [°C]

g

E

2

o
400 175
400 175
| 200 175
| 400 175
400 175
400 175
400 175
400 175
400 175
400 175
400 175
400 175
400 175

Klassifizierung fir SMT

nach 60068-2-58
Classification for SMT
acording 60068-2-58

260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s

Klassifizierung: Létbadmethode

Classifizierung: Solder bath method

Anlage Nr.:

Appendix No.:

Gehausematerial Aulten
Case material Outor

HC 10-2F
Dexter

GE-800
Nitto Denko Corporation

Seite:

1_200A Page:

Gehausematerial Innen
Case material Inner

NT-8600T
Nitto Denko Corporation |

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3

VDE Testing and Certification Institute

Department F3

517

Zusatz zur Typenbezeichnung
Addition for type desigantion

&8

Datum:

Date: 2009-09-03

Koppelmaterial
Coupling material

R6103 ; JCR6161
Dow Corning Corporation

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers @ vishay.com

www.vishay.com
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66 ILQ 66-..-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 | 400 175 260°C/10s | - HC 10-2F NT-8600T " | R6103;JCRB161 @
67  ILQ 620-X001 / -X01(6;7;8;9) 215 | 400 175 260°C/10s MMxMMo Nitto Denko Corporation Dow Corning Corporation g
68 ILQ 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 | 400 175 260°C/10s Niflo Derikio Corporation e
69  SFH1617A-y-X001/-X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s 2
70 ILD1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s T
(s}
71 ILQ1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9) 275 400 175 260°C/10s =
72 TCED1100 275 400 175 260°C/10s m
73 TCED1100G 275 400 175 260°C/10s bt
74 TCET1600 275 400 175 260°C/10s L
75  TCET1600G 275 400 175 260°C/10s
76  TCET2200 275 400 175 260°C/10s
77 TCET2200G 275 400 175 260°C/10s
78  TCET2100 275 400 175 260°C/10s
L
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VDE 91888 Marks Approval

Vishay Semiconductors

Optocoupler

Aktenzeichen:
File reference- 422610-4880-0048/123353

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Ausweis-Nr.:

091888

Certificate No.:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Optokoppler
Optocoupler

Sicherheitsgrenzwert- Strom (Eingang)

Safety rating- Current (Input)

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate
Isi [mA]

5%

R
79 TCET2100G 275
80  TCET2600 275
81  TCET2600G 275
82  TCET4100 275
83  TCET4100G 275
84  TCET4600 275
85  TCET4600 275

Sicherheitsgrenzwert- Leistung (Ausgang)

Safety rating- Power (Output)
Sicherheitsgrenzwerte- Temperature

Safety rating - Temperature

Tsi [°C]

g

E

&
400 175
400 175
400 175
400 175
| a00 175
400 175
400 175

Klassifizierung fiir SMT

nach 60068-2-58
Classification for SMT
acording 60068-2-58

260°C/10s

260°C/10s

260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s
260°C/10s

Klassifizierung: Létbadmethode

Classifizierung: Solder bath method

Anlage Nr.:
Appendix No.:

Gehéusematerial AuRen
Case material Outor

HC 10-2F
Dexter

GE-800
Nitto Denko Corporation

") Optionen / Options (6:7;8;9) : Option 6 — Rastermaf 10,16 DIL Gehéuse / Option 6 — 400mil leg DIL package
Option 7 — SMD Anschliisse mit Bodenabstand zur Leiterplatte 0,7 mm / Option 7 — SMD bending with distance of 0,7 mm between PCB and bottom of the package
Option 8 — Rastermaf’ 10,16 SMD Gehause / Option 8 — 400mil leg SMD package
. Option 7 — SMD Anschliisse mit Bodenabstand zur Leiterplatte 0,1 mm / Option 7 — SMD bending with distance of 0,1 mm between PCB and bottom of the package
2)___ - Unterschiedliche CTR-Werte / Different CTR values

VDE

1_200A

Seite:
Page:

Gehausematerial Innen
Case material Inner

NT-8600T
Nitto Denko Corporation

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
VDE Testing and Certification Institute ~ Department F3

Datum:
Date:
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R6103 ; JCR6161

2009-09-03

Dow Corning Corporation
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